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有機材料－強磁性体界面におけるスピン依存した混成作用が注目されており、界面における磁

気異方性の変化 1および不揮発な磁気抵抗効果の観測 2などは、その代表的な例である。トンネル

異方性磁気抵抗効果(TAMR)は、磁気異方性を持つ強磁性体から、キャリアがトンネル注入される

際に生じる界面の磁気抵抗効果である。TAMRは有機/磁性体界面の構造を変化させることで、そ

の振る舞いを大きく変化させることが報告されており3,4、界面の積極的な制御を行うことによっ

て新たな電子素子への展開が期待できる。 

本研究では、SrTiO3(110)単結晶基板上に厚み 20 nmの La0.67Sr0.33MnO3(LSMO)を成膜後、ペンタ

セン(100 nm)/Cu (5 nm)/Au (17 nm)を蒸着し TAMR素子を作製した(図1)。LSMOが飽和磁化を示す

磁場強度下における素子抵抗の外部磁場角度依存性(図2a)と、各磁場角度に対する素子抵抗の磁場

強度依存性(図2b)を示す。両測定ではそれぞれ 1.4 %および 13 %の TAMR比が得られた。図 2bに

示す低磁場下での高い TAMR 比は、LSMO の面内磁化成分の

みでは説明することができない。LSMO成膜後のX線回析で、

LSMO(110)面の結晶成長および基板との格子不整合に因る面

間隔の歪みを確認した。先行研究によって、STO(110)基板上で

の LSMO 結晶の歪みは、低磁場下で LSMO 表面に小さな面外

磁化成分を誘起することが報告されている5。そのため、図 2b

で観測された低磁場での大きな TAMR は、

上記結晶歪みによって LSMO/ペンタセン界

面に誘起された面外磁化成分を反映した

TAMR と考えられる。この結果は、有機/磁

性体界面の磁気異方性を適切に制御するこ

とによって大きな TAMR 比を実現できるこ

とを示唆している。 
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図 1. 有機 TAMR素子の構造。 

図 2 a)抵抗の磁場角度依存性。 b) 各角度での抵抗の 

磁場強度依存性。 
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